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Através da deposição química a partir da fase vapor auxiliada por plasma remoto (RPCVD), 
pretende-se obter filmes finos e ultra-finos de óxido (SiO2), oxinitreto (SiOxNy) e nitreto (Si3N4) de 
silício sobre substratos semicondutores, para a aplicação em transistores HBT (“Heterojunction 
Bipolar Transistor) e MESFET (“Metal Semicondutor Field-Effect Transistor”), fabricados com 
substrato de GaAs, e dispositivos de Si. O interesse nestes filmes isolantes finos e nesta tecnologia 
cresce à medida que aumentam os níveis de integração e de complexidade dos atuais dispositivos 
e circuitos eletrônicos com dimensões submicrométricas. Neste projeto, são revisadas as técnicas 
de processamento CVD (“Chemical Vapor Deposition”), e apresentada à justificativa da escolha 
dos reatores ECR (“Electron Cyclotron Resonance”) e RT/RPCVD (“Rapid Thermal/ Remote 
Plasma CVD”), que utilizarão a tecnologia CVD com plasma remoto (RPCVD) para a deposição 
dos filmes. 
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